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MOCVD 結晶成長のシミュレーションは反応炉内部の情報にアクセスするための非常に重要な

ツールである。しかしながら、シミュレーションと実験の結果は半定量的な一致にとどまること

が多く、定量性に基づいた理解の観点からはより一層の精度向上が求められる。今回、AlN の

MOCVD 成長に対しデータ同化を行いシミュレーションの高精度化を行ったので報告する。 

シミュレーションは STR 社の Virtual Reactor Nitride Edition を用いて行い、対応する条件で

MOCVD による実際の成長を行った。成長条件は横型フロー炉で、1350 °C、30 kPa、TMA 流量

230 sccm、NH3流量 300 sccm である。対象パラメータは AlN 膜厚とし、基板の回転を止めた状態

で膜厚の面内分布を比較した（図 1）。測定した膜厚は上流から下流にかけて 5.2-4.0 µm と単調に

減少した。シミュレーション結果（点線）もほぼ同様の傾向を示している。誤差は 4 %と非常に

良い結果が得られているが、面内分布等にまだ改善の余地がみられる。このシミュレーション結

果をもとに、ヒーター出力および原料ガス流量に対して、アンサンブルカルマンフィルタに基づ

いたデータ同化を行った（実線）。誤差は 0.5 %以内に抑えられ、面内分布も非常によく再現でき

た。 
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Fig. 1 Growth rates of AlN plotted as a function of the position on a substrate. 
Calculated growth rate with careful modeling is relatively in good agreement with the 
experimental one, but there is still discrepancy between the simulation and experiment. 
After performing DA, the simulated growth rate is nearly identical to the experimental one. 

 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)18a-PB3-1 

© 2019年 応用物理学会 13-051 15.4


